
12. Полупроводниковые приборы и устройства
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Недавно нами было установлено, что дополнительное легирование бериллием барьеров в AlGaAs/InGaAs/AlGaAs pHEMT (pseudomorphic High Electron Mobility Transistor) гетероструктурах приводит к значительному улучшению их характеристик. Однако, в таких структурах наряду c положительными изменениями, вызываемыми дополнительной локализацией электронов встроенными электрическими полями, а именно исчезновением параллельной проводимости через барьерные слои при многократном увеличении концентрации двумерного электронного газа (2DEG) наблюдается некоторое снижение его подвижности. Анализ спектров фотолюминесценции гетероструктур с донорно-акцепторным легированием барьеров (DAP-HEMT) показал наличие в намеренно нелегированной InGaAs квантовой яме (КЯ) атомов Be, что свидетельствует об их сегрегации во время эпитаксильного роста [2] и, следовательно, о возрастании рассеяния на примесях.
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Для определения концентрации атомов примеси в InGaAs КЯ мы исследовали гетероструктуры методом Вторичной Ионной Масс-Спектрометрии (ВИМС). Распределение атомов Be в гетероструктуре показало, что их концентрация в КЯ ниже разрешающей способности используемого оборудования, равной для Be 2·1016 см-3 (см. рис. 1). Согласно расчетам при таких концентрациях заряженных примесей в КЯ, подвижность 2DEG практически не уменьшается. С другой стороны, ВИМС показала проникновение атомов Si в КЯ (см. рис.1). При этом, измеренные значения подвижности 2DEG хорошо совпали с результатами теоретических расчетов при учете рассеяния электронов на размытых дельта-слоях кремния и возросшей концентрация Si в дельта-слоях DAP-HEMT гетероструктур. 

Таким образом, можно заключить, падение подвижности 2DEG может быть объяснено рассеянием на ионах Si, и не связано с введением в структуру дополнительных p+легированных бериллием слоев .
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�Рис.1 ВИМС профиль исследуемой DAP-HEMT гетероструктуры.









